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© Carry-select-Addierer. 



© "Carry-Select "-Addierer mit blockweise einge- 
teilten Addiererzelien, wobei jeder Block eine Eir> 
gangsaddiererzelle und eine wechselnde Abfofge 
von Addierer2eilen vom ersten Typ und vom zweiten 
Typ enthalt Untereinander sind die Addiererzellen 
Ober erste und zweite CarTyein- bzw. - ausga nge 
(C0 0O p C1 0A ; C0 lB C1i 8 ; C0 a », 01^; ... WZ, CT^bzw, 
COS;. CT^; COia, C1i a : C0 2a . d^. ... CO™ C1„ a ) 
sowie Ober Blockcarryeinga'nge bzw. Blockcarryaus- 
gange (BU«; BLi G ; BL 2a ; ...BU a bzw. BU a ; BLi a ; 
BL 2a ; -BL na ) verbunden. Die Addiererzellen vom er- 
sten und zweiten Typ weisen als Transfer- und als 
Puliup- und Pulldown-Transistoren wlrkende Feldef- 
fekttransistoren (N1. N2, N3. N4. P1, P2, P3, P4) auf. 
die nicht Bestandteii eines Kombinationsgatters in- 
nerhalb einer Addierzelle sind. 



FIG 1 



M 
< 

in 

CM 
Lf> 
CO 



b 0 



COoe CI 



oe 



COoa C1oa BLoa 









a 1 — 
t>1 — 


COie C1i e 


ffl-ie 




| | 




a 2 

b 2 


% 02e 
03^ Cl2 a 


BL 2e 
BLfc 




i 1 

: i 

| | 


( 
I 

i 


a n 

bn 


COne Cine 
COna Clna 


BLne 
BL na 



■S 0 J-BO 



■Si 

-s 2 



►B1 



82 



■S n 



Bn 



LU 



Xerox Copy Centre 



BNSDOCID: <EP 0352549A2J_> 



1 



EP 0 352 549 A2 



2 



n Carry-Select M -AddIerer 



Die cinindung bezieht sich auf einen Carry- 
Seiect-Addierer mit blockweise eingeteiiten Addie- 
rerzellen nach dem Oberbegriff des Patentan- 
spruchs 1 . 

Bei einer groflen Anzahl von digitalen Logik- 
schaltungen, beispielsweise digitalen Fittern, Si- 
gnalprozessoren und Mikroprozessoren, werden 
Addierer bendtigt. Das einfachste Prinzip fUr einen 
solchen Addierer ist das "Ripple-Carry"-Verfahren, 
bei dem ein entstehender Obertrag (Carry) seriell 
von einer Addiererzelle far das jeweils niederwerti- 
ge Bit zu einer Addiererzelle fOr das jeweils hoher- 
wertfge Bit abertragen wird. Die Durchiaufzeit des 
Obertragssignals bestimmt dabei im wesentlichen 
die Additionszeit. 

Bei einem weiteren Prinzip, dem "Carry-Se- 
lecf -Verfahren. enthalten die blockweise zusam- 
mengefOgten Addiererzellen eines Addierers dop- 
pelte Carrypfade. Je ein Carrypfad wird fUr ein 
fiktiv angenornmenes eingangsseitiges Carry signal 
von M o n bzw. "r am Bngang einer Addiererzelle 
verwendet Welcher der Carrypfade 1m weiteren 
Verlauf ausgewShlt wird, entscheidet ein sogenann- 
tes Blockcarrysignal, das aus den beiden einzelnen 
Carrysignalen der letzten Stufe des davorliegenden 
Blocks und dessan Blockcarrysignal geblldet wird. 
Hierdurch sind die einzelnen Carrysignale in einem 
jeden Block unabhSngig von dem Carrysignal vor- 
hergehender BI8cke. 

Man benfltigt fUr den Aufbau eines "Carry- 
Selecf-Addlerers wenigstens zwei verschiedene 
Addiererzellen, nSmlich eine Engangsaddiererzelle 
bei Biockbeginn und eine normale Addiererzelle, 
die in beliebiger Anzahl folgen kann. Blocke hShe- 
rer Ordnung in dem "Carry-Select "-Addierer ent- 
halten eine groflere Anzahl von VarlableneingSngen 
und Summenausgangen wie BlOcke niederer Ord- 
nung. Jede einzelne Addiererzelle in den BIGcken 
Nh 1 Sti/1 3.01.1988 entha" It Jeweils zwei Variablen- 
eingange, zwei Carryein- und -ausgSnge, einen 
Blockcarryeirv und -ausgang sowie einen Summen- 
ausgang. Die Anzahl der Variableneinginge und 
SummenausgSnge in jedem Block sollte dabel 
mSglichst so gewafoit werden, dad die Laufzeit ei- 
nes einzelnen Carrysignals durch einen Block der 
Laufzeitsumme der Blockcarrysignale bis zu die- 
sem Block entspricht Das Btockcarrysignal wird in 
der ersten Stufe eines Blockes aus den beiden 
Carrysignalen der letzten Stufe des davorliegenden 
Blockes und dessen Blockcarrysignals gebildet 
Damit sind bei der Eingangsstufe jedes Blocks die 
einzelnen Carrysignale nur von den Variablenein- 
gangen abhMngig und die Carryeingange sind fest 
mit einem "Low"- bzw. "HigrT-Pegel verschaltet. 
Die Carrysignale in einem "Carry-Select"- Addierer 



durchlaufen jeden Block parallel in zwei Carrypfa- 
den, wobei ein Carrypfad fGr die Annahme eines 
Carrysignals von "0" am Eingang des Blocks und 
ein zweiter Carrypfad fUr die Annahme eines Carry- 

5 signals von "1 " am Blockeingang in alien Addierer- 
zellen implementiert ist. Die Carrysignale in den 
Addiererzellen sind dabei in unterschiedlichster 
Weise von den Eingangssignalen an den Variabien- 
eingangen der Addiererzellen und von Carrysigna- 

10 len an den Carryeingangen der Addiererzelien ab- 
hsingig. 

Aus der Patentanmeldung P 35 34 863.1 ( = 
VPA 85 P 1744 DE) ist es bekannt dafl man die 
Laufzeit der Carrysignale In einer Addiererschal- 
75 tung dadurch beschleunigen kann, indem man ab- 
wechselnd Addiererzellen mit invertiertem Carry- 
eingang und nicht invertiertem Carryausgang mit 
Addiererzellen mit nicht invertiertem Carryeingang 
und invertiertem Carryausgang miteinander ver- 
so schaltet 

In einer weiteren Patentanmeldung P 33 23 
607.0 (= VPA 83 P 1554 DE) wird ein schnelier 
Addierer/Subtrahierer nach dem n Carry-Select n - 
Prinzip vorgeschlagen. Dieser Addierer bzw. Sub- 
25 trahierer umfaflt eine Mehrzahi von Stufen, die in 
Gruppen aufgeteilt sind und mit doppelten Obertra- 
gungspfaden ausgestattet sind, Oiese arbeiten mit 
fiktiven eingangsseitigen Obertragen "0" bzw. "1" 
in den niederwertigsten Stufen der einzelnen Grup- 
qo pen. 

Nachteiltg in den Addiererschartungen der an- 
gegebenen Patentanmeldungen erweist sich hierbei 
im Betrieb der Addierer die zu niedrige Verarbei- 
tungsgeschwindigkeit. 
35 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Addiererschaltung nach dem "Carry-Seiecf-Prinzip 
anzugeben, die eine hohe Verarbeitungsgeschwin- 
digkeit aufweist. 

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen- 
40 den Merkmale des Patentanspruchs 1 gelQst 

Der mit der Erfindung erzielbare Vortell besteht 
insbesondere neben der hohen Verarbeitungsge- 
schwindigkeit in einem einfachen in drei unter- 
schiedlichen Addiererzellen bestehenden Aufbau 
4S der Addiererschaltung. 

Die AnsprUche 2 bis 5 sind auf eine weltere 
Ausgestaltung der Erfindung gerichtet. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
einem in der Zeichnung dargestellten AusfOhrungs- 
50 beispiel nMher eriautert. Dabei zeigen 

Fig. 1 eine Verschaltung der einzelnen Ad- 
diererzellen zu einem "Carry-SelecT-Addierer- 
block, 

Fig. 2 ein Blockschaltblld einer Bngangsad- 
diererzelle. 
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Fig. 3 ein Blockschaltbild einer Addiererzeile 
vom ersten Typ, 

Rg. 4 ein Blockschaitbikf einer Addiererzeile 
vom zweiten Typ. 

Fig. 1 zeigt einen "Carry-Select"- Addiererblock 
mit Addiererzellen B0 t 61, 62, ...Bn, wobei die 
Addiererzellen BO, B1 , B2 die ersten drei Addierer- 
zellen eines Blocks darstellen. Zum Aufbau eines 
tt Carry-Select"-Addferer$ wird eine beliebige An- 
2ahl von Addiererblocken hintereinander geschal- 
tet, wobei die Anzahl der Addiererzellen, die zu 
einem Block zusammengefaflt warden, mit steigen- 
der Ordnung der AddiererblQcke zunimmt Jede 
der Addiererzellen enthalt zwel Varlabteneingange 
ao, bo; ai, bi; aa, bz, ...a n , b m einen Blockcarryein- 
gang BL^; BL la ; BL^, -BLab, einen Blockcarryaus- 
gang BLo a ; BL 1a ; BLaa,.., BUai einen Summenaus- 
gang So; Si; $2; ...S n , einen ersten und zweiten 
Carryeingang C0 08 , Cl 0e ; CO lB , C1 l8 ; COae* C1 2e ; ». 
C0r», Cl ne und einen ersten und zweiten Carryaus- 
gang COo a . Cioi C0t a> C1i a ; C02 a , Ut^, C0 naT 
C1 na . Jeder Block besteht aus einer Eingangsad- 
diererzelle BO sowie aus Addiererzellen eines er- 
sten und zweiten Typs, wobei die Addiererzellen 
vom ersten und zweiten Typ in einem Block ab- 
wechselnd mileinander verschaltet sind. Der erste 
und zweite Carryeingang COo a * C1 oa und der Block- 
carryeingang BI_o e der Eingangsaddiererzelle BO 
des ersten Blockes sind fur eine Addition auf einen 
fasten "Low n -Pegel "0" gelegt, um feste Anfangs- 
bedingungen fur den Additionsablauf im "Carry- 
Select "-Addierer vorzugeben. Jeweils der erste 
und zweite invertierte Carryausgang COoa. 
oa"einer Eingangsaddiererzelle BO ist jeweiis mit 
dem ersten und zweiten invertierten Carryeingang 
COia, Cli e einer Addiererzeile des ersten Typs B1 
und jeweils der erste und zweite nicht invertierte 
Carryausgang COi at C1i a der Addlerzelien des er- 
sten Typs ist mit jeweiis dem ersten und zweiten 
nicht invertierten Carryeingang CO^, C1 2a siner Ad- 
diererzeile des zweiten Typs B2 verschaltet. der 
Blockcarryausgang BLo a der Eingangsaddiererzelle 
BO ist weiterhin mit dem Blockcarryeingang BL te 
der Addiererzeile des ersten Typs B1 und der 
Blockcarryausgang BL 1a der Addiererzeile des er- 
sten Typs B1 ist mit dem Blockcarryeingang BL 2Q 
dor Addiererzeile des zweiten Typs B2 verbunden. 
Die restlichen Addiererzellen innerhalb eines Blok- 
kes sind wechselweise vom ersten Typ und zwei- 
ten Typ und sind analog mit irtren Carryein- und 
-ausgSngen sowie mit ihren 8lockcarryein-und - 
ausgangen untereinander verbunden. Die letzte Ad- 
diererzeile Bn ist vom ersten Typ und bildet den 
Abschlufl eines Blocks fOr den "Carry-Selecr- Ad- 
dierer und enthalt neben den Variableneingfingen 
a m b n und dem Summen ausga ng S n die beiden 
invertierten Carryeingange CCC, Cl ne * die beiden 
nicht invertierten Carryausgange CO,*, Cl^ den 



Blockcarryein- und -ausgang BUe, BUa. 

Wie aus der Fig. 1 zu erkennen 1st, wird das 
Blockcarrysignal fOr den Addererblock in der Ein- 
gangsaddiererzelle BO gebildet und durch die rest- 

5 lichen Addiererzellen des Addiererblocks weiterge- 
ieitet. In der Eingangsaddiererzelle erfofgt eine 
Auswertung des Blockcarrysignals und der Carrysi- 
gnale des vorhergehenden Addiererblocks zu ei- 
nem neuen Blockcarrysignal. Die Carrysignale der 

to Eingangsaddiererzelle BO eines Addiererblocks, die 
im ersten und zweiten invertierten Carryausgang 
COoaUnd UT^in die nachstfolgende Addiererzeile 
vom ersten Typ B1 Qbergeben werden, hangen 
dabei lediglich von den Variablen an den Variablen- 

1$ eingangen ao t bo ab und nicht von den Carrysigna- 
len am ersten und zweiten Carryeingang C0q B i 
Cloe- FOr die restlichen Addiererzellen vom ersten 
und zweiten Typ 81, B2 in einem Addlererblock 
sind jedoch zusatzlich die Carrysignale an den 

20 invertierten bzw. nicht invertierten CarryeingSngen 
C0i Oi CT^bzw. C0a e , C1 2e fOr die Carrysignale an 
den nichtinvertierten bzw. invertierten Carryausgan- 
gen C0 1a , C1 1a bzw, C0 2a , Cl^zu i>erQcksichtigen. 
Die abwechselnde Anordnung von Addiererzellen 

25 des ersten und zweiten Typs B1 , B2 nach Fig. 1 
dient zur Beschleunigung der Carrysignale in den 
Carrypfaden der einzefnen Addiererzellen und so- 
mit zu einer Erhdhung der Verarbeitungsgeschwin- 
digkeit des "Carry-SelecT-Addierers, 

30 Fig. 2 zeigt das Biockschaltbild einer Eingangs- 
addiererzelle, wie sie beim ,, Carry-Select"-Addierer 
am Anfang jeden Blockes vorhanden ist. Die Ein- 
gangsaddiererzelle enthSft hierbei zwei NAND-Gat- 
ter NAND 1, NAND2, fDrtf Inverter 11, 13, 14, 15 und 

35 16, ein NOR-Gatter NOR1, ein ANDNOR-Gatter 
ANQNOR1, zwei p-Kanal-Feldeffekttransistoren P5, 
P6, sowie n-Kanal-Feldeffekttransistoren N5 und 
N6. 

Der erste Variableneingang ao ist mit einem 

40 ersten Eingang des ersten NAND-Gatters NAND1 
und mit einem ersten Eingang eines NOR-Gatters 
NOR1 verbunden und der zweite Variableneingang 
b Q 1st mit einem zweiten Eingang des ersten 
NAND-Gatters NAND1 und mit einem zweiten Ein- 

45 gang des NOR-Gatters NOR1 verschaltet. Der Aus- 
gang des ersten NAND-Gatters NAND1 bildet den 
ersten invertierten Carryausgang C0 0a und ist 
gleichzeitlg an den ersten Eingang des zweiten 
NAND-Gatters NAND2 angeschlossen, wahrend 

so der Ausgang des NOR-Gatters NOR1 den zweiten 
invertierten Carryausgang CT^darstellt und Uber 
einen ersten Inverter 11 mit dem zweiten Anschlu/3 
des zweiten NAND-Gatters NAND2 verbunden ist 
Der erste Carryeingang C 0a ist auf den NOR-Ein- 

65 gang des ANDNOR-Gatters ANDNOR1 und der 
zweite Carryeingang C1o* sowie der Blockcarryein- 
gang BL^ sind jeweils auf einen UND-Eingang des 
ANDNOR-Gatters ANDNOR1 aufgeschaltet, der 
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Ausgang des ANDNOR-Gatters ANDNOR1 bildet 
Qber einen zweiten inverter 16 den Blockcarryaus- 
gang BLo a der Engangsaddiererzelle, Gleich2eitig 
ist der Ausgang des ANDNOR-Gatters ANDNOR1 
iiber einen dritten InvertBr 15 mit dem Gate eines 
ersten p-Kanal-Feldeffekttransistors P6 und dem 
Gate eines ersten n-Kanal-Feldeffekttransistors N6 
sowie an einen ersten Anschlufl eines zweiten p- 
Kanal-Feideffekttransistors P5 und an einen ersten 
Anschlufl eines zweiten n-Kanal-Feldeffekttransi- 
stors N5 geschaitet. Der Ausgang des zweiten 
NAND-Gatters NAND2 ist zum einen mit dem Gate 
des zweiten p-Kanal-Feldeffekttransistors P5 und 
zum anderen an einen ersten Anschlufl des ersten 
p-Kanal-Feldeffekttransistors P6 angeschlossen und 
uber einen vierten inverter 13 mit dem Gate des 
zweiten n-Kanaf-Feideffekttransistors N5 und mit 
dem ersten Anschlu/3 des ersten n-Kanai-Feldef- 
fekttransistors N6 verschaitet. Der zweite Anschlufl 
des ersten und zweiten N-Kanal- 
Feideffekttransistors N6 ( N5 und der zweite An- 
schlufl des ersten und zweiten p-KanahFetdeffekt- 
transistors P6, P5 sind gemeinsam an einen En- 
gang eines funften inverters 14 geschaitet, an des- 
sem Ausgang der Summenausgang So der Ein- 
gangsaddiererzeile angeordnet ist. 

Fig. 3 2eigt ein Blockschattbiid einer Addierer- 
zelle vom ersten Typ, wobei diese eine Gatteran- 
ordnung ftir zwei Variabien zur Bewertung eines 
ersten und zweiten Carryeingangssignafs, zur Sum* 
menbiidung und zur Carrybildung aufweist, und wo- 
bei jeweils ein Variableneingang far eine der zwei 
Variabien vorgesehen ist. Die Gatteranordnung der 
Addiererzeiie des ersten Typs ist derart gebildet, 
dafl das Aufladen der KapazitSt des ersten und 
zweiten nicht invertierten Carryausgang C0 1a . Cl la 
entweder jeweils Qber zwei ats Puilup- bzw* 
Pulidown-Transistoren wirkende Feldeffekttransisto- 
ren P1, N2 far den ersten nicht inver tierten Carry- 
ausgang COi a bzw. P3, N4 fQr den zweiten nicht 
invertierten Carryausgang C1 u Oder jeweils Qber 
zwei Serienschaltungen fUr den ersten und zweiten 
nicht invertertierten Carryausgang C0 1a , C1 1a ge- 
schieht, die je ein invertergatter i1 ( 12 und je einen 
weiteren Transfertransistor N1, P2 fOr den ersten 
nicht invertierten Carryausgang COi a bzw. N3, P4 
far den zweiten nicht invertierten Carryausgang 
Cti a enthalten* 

Die Addiererzeiie des ersten Typs ist zum Teil 
mit gleichen Bauelementen wie die Bngangsaddie- 
rerzelle nach Fig. 2 aufgebaut, so dafl gleiche 
Bezugszeichen Jn der Fig. 3 und Fig. 2 Verwen- 
dung finden. Die Addiererzeiie des ersten Typs 
besteht aus zwei NAND-Gattem NAND1, NAND2, 
ranf Invertern 11, 12, I3 t 14, 17, einem NOR-Gatter 
NOR1, einem ORNAND-Gatter ORNAND1 , sechs 
n-Kanal-Feldeffekttransistoren N1, N2, N3, N4, N5, 
N6, und sechs p-Kanal-Feldeffekttransistoren P1, 



P2, P3, P4, P5, P6. Hierbei sind die p-Kanal- 
Feldeffekttransistoren P1 T P3 ais Pullup-Transisto- 
ren, die n-Kanal-Feldeffekttransistoren N2 f N4 a!s 
Pulidown-Transistoren und die restlichen Feldef- 

s fekttransistoren als Transfertransistoren eingesetzt 
Der erste Variableneingang at der Addiererzeiie 
des ersten Typs ist mit dem ersten Eingang des 
ersten NAND-Gatters NAND1 und mit dem ersten 
Bngang des NOR-Gatters NOR1 verbunden, und 

10 der zweite Variableneingang bi ist mit dem zweiten 
Bngang des ersten NAND-Gatters NAND1 und mit 
dem zweiten Eingang des NOR-Gatters NOR1 ver- 
schaitet. Der Ausgang des ersten NAND-Gatters 
NAND1 ist Qber einen ersten inverter 12 mit dem 

75 ersten Anschlufl eines ersten n-Kanaj-Transfertran- 
sistors N1 und mit dem ersten Anschlufl eines 
zweiten n-Kanal-Transfertransistors N3 verbunden, 
wobei der erste Inverter 12 und der erste n-Kanah 
Transfertransistor N1 sowie der zweite n-Kanai- 

20 Transfertransistor N3 und der erste Inverter 12 je 
eine Serienschaltung bilden, und der Ausgang des 
ersten NAND-Gatters NAND1 ist zusatzlich an ei- 
nen ersten Eingang eines zweiten NAND-Gatters 
NAND2 und an je einen Gateanschlufl des ersten 

25 und zweiten Pullup-Transistors P1, P3 angeschlos- 
sen. Der Ausgang des NOR-Gatters NOR1 ist Uber 
einen zweiten Inverter 11 mit dem ersten Anschlufl 
eines ersten und zweiten p-Kanal-Transfertransi- 
stors P2. P4 angeschlossen, auflerdem ist der Aus- 

30 gang des zweiten Inverters 11 mit einem zweiten 
Bngang des zweiten NAND-Gatters NAND2 ver- 
bunden, weiterhin ist der Ausgang des NOR-Gat- 
ters NOR1 mit je einem Gateanschlul3 eines ersten 
und zweiten Pulldown-Transistors N2. N4 verschal- 

as tei Der erste Anschlufl des ersten und zweiten 
Pulldown-Transistors N2, N4 ist mit der Masse 
GND, wahrend der erste Anschlufl des ersten und 
zweiten Pullup-Transistors P1, P3 mit der Versor- 
gungsspannung V 0D verschaitet. Der erste invertier- 

40 te Carryeingang CU^ist mit je einem Gateanschlufl 
des ersten n-Kana^Transfertransfstors N1 und des 
ersten p-Kanal-Transfertransistors P2 und mit ei- 
nem UND-Eingang des ORNAND-Gatters 
ORNAND1 verbunden, wShrend der zweite inver- 
ts tierte Carryeingang CT^mft je einem Gateanschlufl 
des zweiten n-Kanal-Transfertransistors N3 und des 
zweiten p-Kanai-Transfertransistor P4 sowie mit 
dem ersten ODER-Eingang des ORNAND-Gatters 
ORNAND1 verschaitet ist. Der Aufbau der ersten 

so Addiererzeiie des ersten Typs nach Fig. 3 sieht 
weiterhin vor, dafl der erste nicht invertierte Carry- 
ausgang CO, a mit dem zweiten Anschlufl des er- 
sten n-Kanal-Transfertransistors N1, mit dem zwei- 
ten Anschlufl des ersten p-Kanai-Transfertransistors 

55 P2, mit dem zweiten Anschlufl des ersten Pullup- 
Transistors P1 und mit dem zweiten Anschlufl des 
ersten Pulldown-Transistors N2 verbunden ist und 
der zweite nicht invertierte Carryausgang Cli a ist 
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mit einem zweiten AnschluS eines zweiten n-Kanal- 
Transfertransistors N3, mit einem zweiten AnschluO 
des zweiten p-Kanal-Transfertransistors P4, mit ei- 
nem zweiten Anschfufl des zweiten Pullup-Transi- 
stors P3 sowie mit einem zweiten Anschlufl des 
zweiten Pulldown-Transistors N4 verbunden. Der 
Blockcarryeingang BLi B bildet gleichzeitig den 
BEockcarryausgang BL lQ und ist Qber einen dritten 
Inverter 17 mit einem zweiten ODER-Eingang des 
ORNAND-Gatters ORNAND1 verschaitet Der Aus- 
gang des ORNAND-Gatters ORNAND1 ist mit je 
einem Gateanschiufl des dritten p-Kanal-Transfer- 
transistors P5 und des dritten n-KanaJ-Transfertran- 
sisters N6 sowie mit einem ersten Anschlufl eines 
vierten p-Kanal-Transfertransistors P5 und einen er- 
sten AnschluS eines vierten n-Kanal-Transfertransi- 
stors N5 verbunden und der Ausgang des zweiten 
NAND-Gatters NAND2 ist mit einem ersten An- 
schiufl des dritten p-Kanal-Transfertransistors P6 
und Qber einen vierten Inverter 13 mit einem ersten 
Anschlufl des dritten n-Kanal-Transfertransistors N6 
und mit einem Gateanschlufl des vierten n-Kanal- 
Transfertransistors N5 verbunden. Weiterhin ist der 
Ausgang des zweiten NAND-Gatters NAND2 mit 
dem GateanschluS des vierten p-Kanal-Transfer- 
transistors P5 verbunden und der Summenausgang 
S1 ist Qber einen fQnften Inverter 14 jeweils mit 
einem zweiten AnschlufJ des dritten und vierten p- 
Kanai-Transfertransistors P6, P5 und jeweils mit 
einem zweiten Anschiufl des dritten und vierten n- 
Kanal-Transfertransistors N6. N5 verbunden. 

In Hg. 4 ist ein Blockschaltbild einer Addierer- 
zelle vom zweiten Typ wiedergegeben, wobei diese 
ebenfalls eine Gatteranordnung fOr zwei Variablen 
zur Bewertung efnes ersten und zweiten Carryein- 
gangsignals, zur Summenbildung und zur Carrybil- 
dung aufweist, und wobei jeweils ein Variabienein- 
gang fOr eine der zwei Variablen vorgesehen ist 

Die Gatteranordnung der Addiererzelle vom 
zweiten Typ ist derart gebildet, daiJ das Aufladen 
der KapazitSt des ersten und zweiten invertierten 
Carryausgangs Ciilentweder jeweils Uber 
zwei ais Pullup- bzw. Pulldown-Transistoren wlrken- 
de Feldeffekttransistoren P1, N2 far den ersten 
invertierenden Carryausgang C0 2a bzw. P3, N4 fUr 
den zwetten invertierten Carryausgang Cl&oder 
Uber jeweils zwei Transfertransistoren N1, P2 fUr 
den ersten invertierten Carryausgang CO^bzw, N3 ( 
P4 fUr den zweiten Invertierten Carryausgang CT^, 
geschieht 

Die Addiererzelle des zweiten Typs ist eben- 
falls zum Teil mit gleichen Bauelementen wie die 
Eingangsaddlererzelle nach Rgur 2 oder die Addie- 
rerzelle vom ersten Typ nach Rgur 3 aufgebaut, so 
dafl glelche Bezugszeichen in Rgur 4. Rgur 3 und 
Rgur 2 Verwendung finden. Die Addterzelle des 
zweiten Typs besteht aus zwei NAND-Gattern 
NAND1, NAND2, einem NOR-Gatter NOR1, einem 



ANDNOR-Gatter ANDNOR1 , vier Invertem 11, 12, 13 f 
I4 ( sechs n-Kanal-Feldeffekttransistoren N1, N2, 
N3, N4, N5, N6 sowie sechs p-Kanal-Feldeffekttran- 
sistoren P1, P2, P3, P4 t P5, P6. Ebenso wie bei 

s der Addiererzelle vom ersten Typ nach Rgur 3 
sind die p-Kanal-Feldeffekttransistoren P1, P3 als 
Pullup-Translstoren T die n-Kanal-Feldeffekttransisto- 
ren N2, N4 ais Pulldown-Transistoren und die rest- 
lichen Feldeffekttransistoren als Transfertransisto- 

w ren eingesetzt Der erste Variableneingang a2 ist 
mit dem ersten Eingang eines ersten NAND-Gat- 
ters NAND1 und mit dem ersten Eingang des 
NOR-Gatters NOR1 verbunden, wShrend der zwei- 
te Variableneingang b 2 mit dem zweiten Eingang 

is des ersten NAND-Gatters NAND1 und dem zweiten 
Eingang des NOR-Gatters NOR1 verschaitet ist 
Der Ausgang des ersten NAND-Gatters NAND1 1st 
ilber einen ersten Inverter 12 mit je einem Gatean- 
schlu/3 eines ersten und zweiten Pulldown-Transi- 

20 stors N2, N4 verbunden, und der Ausgang des 
ersten NAND-Gatters NAND1 ist weiterhin mit ei- 
nem ersten Anschiufl eines ersten p-Kanal-Trans- 
fertransistors P2 und einem ersten Anschiu/3 eines 
zweiten p-Kanal-Transfertransistor P4 als auch mit 

25 einem ersten Anschlufl des zweiten NAND-Gatters 
NAND2 verschaitet. Der Ausgang des NOR-Gatters 
NOR1 ist Gber einen zweiten inverter 11 mit jeweils 
einem GateanschluB des ersten und zweiten 
Pullup-Transistors P1, P3 und mit einem zweiten 

oo Eingang des NAND-Gatters NAND2 verbunden und 
der Ausgang des NOR-Gatters NOR1 ist weiterhin 
jeweils an einem ersten Anschlufl des ersten und 
zweiten n-Kanal-Transfertransistors N1, N3 ange- 
schlossen. Jeweiis der erste Anschlufl des ersten 

35 und zweiten Pullup-Transistors P1, P3 ist in der 
Addiererzelle des zweiten Typs nach Figur 4 mit 
der Versorgungsspannung V D p und ein erster An- 
schluU des ersten und zweiten Pulldown-Transi- 
stors N2, N4 ist mit der Masse GND verbunden. 

40 Der erste nicht invertierte Carryeingang CQ 2e ist 
Jeweils mit dem GateanschluB des ersten p-Kanal- 
Transfertransistors P2. des ersten n-Kanai-Transfer- 
translstors N1 sowie mit einem ODER-Eingang des 
ANDNOR-Gatters ANDNOR1 und der zweite nicht 

45 invertierte Carryeingang Cl2e mit Jewells dem Ga- 
teanschlu/J des zweiten p-Kanal-Transfertransistors 
P4 und des zweiten n-Kanal-Transfertransistors N3 
sowie mit einem ersten UND-Elngang des 
ANDNOR-Gatters ANDNOR1 verschaitet Der 

so Blockcarryeingang BL 2fi bildet gleichzeitig den 
Btockcarryausgang BLz a der Addierzelle des zwei- 
ten Typs und ist gleichzeitig an einen zweiten 
UND-Elngang des ANDNOR-Gatters ANDNOR1 an- 
geschlossen. Der erste invertierte Carryausgang 

56 C0 2e lst jeweils mit einem zweiten AnschluO des 
ersten p-Kanal-Transfertransistors P2, des ersten n- 
Kanal-Transfertransistors N1, des ersten Pulldown- 
Transistors N2 und des ersten Pullup-Transistors 
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P1 verschaitet unci der zweite invertierte Carryaus- 
gang Cl 2a ist jeweils mit dem zweiten AnschluB des 
zweiten p-Kanal-Transfertransistors P4, des zweiten 
n-Kanai-Transfertransistors N3, des zweiten 
Pulldown-Transistors N4 und des zweiten Pullup- 
Transistors P3 verschaitet. Der Ausgang des 
ANDNOR-Gatters ANDNOR1 ist mit dem Gatean- 
schlufl des dritten n-Kanal-Transfertransistors N6, 
mit dem Gateanschlui* des dritten p-Kanal-Trans- 
fertransistors P6 sowie jeweiis mit einem ersten 
Anschlufl des vierten n-Kanal-Transfertransistors 
N5 und des vierten p-Kanal-Transfertransistors P5 
verbunden und der Ausgang des zweiten NANO 
Gatters NAND2 ist mit einem ersten Anschlufl des 
dritten n-Kanal-Transfertransistors N6 und mit dem 
Gateanschlufl des vierten n-Kanal-Transfertransi- 
stors N5 sowie Uber einen dritten Inverter 13 mit 
dem Gateanschlufl des vierten p-Kanal-Transfer- 
transistors P5 und mit einem ersten Anschlufl des 
dritten p-Kanal-Transfertransistors P6 verschaitet. 
Der Summenausgang Sz ist Uber einen vierten 
inverter 14 jeweils mit einem zweiten Anschlufl des 
dritten und vierten n-Kanai-Transfertransistors N6 t 
N5 und mit einem zweiten Anschlufl des dritten 
und vierten p-Kanal-Transfertransistors P5, P6 ver- 
bunden. 

Bei der Ausbiidung der Addiererzeilen des er- 
sten und zweiten Typs sind die Pullup-Transistoren 
P1, P3 bzw. die Pulidown-Transistoren N2, N4 und 
die weiteren Transtertranslstoren N1, N3 bzw. P2, 
P4 nicht Bestandteil eines Kombinationsgatters in- 
nerhaJb der Gatteranordnung, so dafl die Transfer- 
transistoren, die in einem zeitkritischen Obertra- 
gungspfad eingefQgt sind, so optimiert sind, dafl 
sie fur die vorherige Stufe eine geringe KapazitSit 
bilden. dabei aber immer noch eine niederohmige 
Source-Drain-Strecke darstellen. 

Die Eingangsaddiererzefie und die Addiererzel- 
ie des zweiten Typs sind zu einem groflen Teil 
gieich aufgebaut, jedoch entfallen slmtliche Trans- 
fertransistoren bzw. Pullup- und Pulidown-Transi- 
storen N1, N2, N3, N4, P1, P2, P3, P4. Da die 
Carrysignale an den nicht invertierten Carryeingan- 
gen C0 0o b2w. C1 0a der Eingangsaddiererzelle aus- 
schliefllich gemeinsam mit dem Blockcarrysignal 
am Blockcarryeingang BLo e zur Bestimmung des 
neuen Blockcarrysignais erforderlich sind t ben6tlgt 
die Eingangsaddiererzelle keine Transfertransisto- 
ren und die Carrysignale am invertierten ersten und 
zweiten Carryausgang CO^, COJIwerden iediglich 
durch die Variablen an den VariableneingSngen ao, 
bo bestimmt. 

Die Transfertransistoren P2, N1 bzw. P4 t N3 in 
den Addiererzeilen vom ersten und zweiten Typ 
haben funktionelle Aufgaben, wShrend die Pultup- 
bzw. Pulidown-Transistoren P1 t P3 bzw. N2, N4 fQr 
eine bessere Ubertragung der Versorgungsspan- 
nung Vdo bzw. der Masse GND auf die ersten und 



zweiten Carryausgange bestimmt sind. 

In der Eingangsaddiererzelle dient das 
ANDNOR-Gatter ANDNOR1 im Gegensatz zum 
ANDNOR-Gatter ANDNOR1 in der Addiererzeiie 

5 vom zweiten Typ zur Bestimmung eines neuen 
Blockcarrysignais, wShrend das Blockcarrysignal in 
den Qbrigen Addiererzeilen eines Addiererblockes 
ledigiich weitergeieitet wird. 

Der Eingangsaddiererzelle und den Addierer- 

10 zellen vom ersten und zweiten Typ gemeinsam ist 
ein aus einem NAND-Gatter NAND1 und NOR- 
Gatter NOR1 bestehender Variablenetngangsteil. 
Sowohl in der Eingangsaddiererzelle als auch in 
den Gbrigen Addierzellen werden die Carrysignale 

75 an den beiden CarryeingSngen als auch das Block- 
signal am Blockcarryeingang Ober das ANDNOR- 
Gatter ANDNOR1 bzw. das ORNAND-Gatter 
ORNAND1 im jeweiligen Summenausgangsteil mit 
der Summe aus den Variablen an den Variablen- 

20 eingangen ausgewertet und an den entsprechen- 
den Summenausgang weitergeieitet. 



Anspriiche 

25 

1. "Carry-Selecr-Addierer mit blockweise ein- 
geteilten Addiererzeilen, wobei jede Addiererzeiie 
zwet VariableneingMnge (ao, bo; ai, bi; az, b 2 > ... 
a„. b n ), einen Blockcarry-Eingang (BLoe; BL 1e ; 

30 BL2 a ,.,BL ne >, einen Blockcarry-Ausgang (BLo a ; BL 1a ; 
BL 2a , ...BLoa), einen Summenausgang (So; Si, S2. 
...S n ), einen ersten und zweiten Carryeingang (COo*, 
Cl 0 e; C0 lfl , C1, 8 ; COza, C1 2e ; ... COo^, CfQ und 
einen ersten und zweiten Carryausgang ( COoa, 

35 CT^; C0i a , C1i a ; £0^, CT^, C0 ra . C1„a) und 
jeder Block eine Eingangsaddiererzelle und eine 
bestimrnte Anzahl von Addiererzeilen eines ersten 
und zweiten Typs enthSIt, wobei der erste und 
zweite Carryeingang (CQq<,; Cloe) und der Blockcar- 

40 ryeingang (BLqJ der Bngangsaddiererzelle des er- 
sten Blocks weitere Variableneingange darstelit je- 
w eils d e r erst e und zweite invertierte Carryausgang 
( C0 0a . Cl 0a ) einer Bngangsaddiererzelle mit je- 
weils d em er sten und zweiten invertierten Carryein- 

45 gang ( C5^, CT^) einer Addiererzeiie des ersten 
Typs und jeweils der erste und zweite nicht inver- 
tierte Carryausgang (C0 1ai C1 u ) der Addiererzeiie 
des ersten Typs mit jeweiis dem ersten und zwei- 
ten nicht invertierten Carryeingang (CO^o, C1 2b ) ei- 

so ner Addiererzeiie des zweiten Typs verschaitet 1st, 
dafl der Blockcarryausgang (BI_o a ) der Eingangsad- 
diererzelle mit dem Blockcarryeingang (BL le ) der 
Addiererzeiie des ersten Typs und der Blockcarry- 
ausgang (BLi a ) der Addiererzeiie des ersten Typs 

55 mit dem Blockcarryeingang (Bl 2e ) der Addiererzei- 
ie des zweiten Typs verbunden ist und die weiteren 
Addiererzeilen in einem Block wechselweise vcm 
ersten Typ und zweiten Typ Ober die Carryein- und 
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-ausgSnge und Uber die Blockcarryein- und - 
ausgSnge ebenso miteinander verbunden sind, wo- 
bei die Engangsaddiererzeile und die Addiererzel- 
ten des ersten und zweiten Typs sine Gatterord- 
riung fOr zwei Variablen zur Bewertung eines ersten 
und zweiten Carryeingangssignais, zur Summenbil- 
dung und zur Carrybildung aufweist. und wobei 
jeweils ein Variableneingang fOr eine der zwei Varh 
ablen vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Gatteranordnung d8r Addiererzelle des er- 
sten Typs derart gebildet ist. daB das Aufladen der 
KapazitSt des ersten und zweiten nlcht invertierten 
Carryausgangs (C0i a , C1 1a ) entweder jeweils uber 
zwei ats Pullup- bzw. Puildown-Transistor wirkende 
Feldeffekttransistoren (Pt , P3; N2, N4) oder jeweils 
Uber zwei Serienschaltungen fUr den ersten und 
zweiten nicrtt Invertierten Carryausgang (COi* 
C1 i a ) geschieht, wobei die Serienschaltungen je 
ein Invertergatter (11. i2) und je einen als Transfer- 
transistor wirkenden Feldeffekttransistor (N1, P2; 
N3, P4) enthalten, und daB die Gatteranordnung 
der Addiererzelle des zweiten Typs derart gebildet 
ist, da<3 das Auliaden der Kapazitat des ersten und 
zweiten invertierten Carryausgangs (COaa, CT 2a ) 
entweder jeweils Uber zwei ais Pullup- bzw. 
Pulldown-Transistoren wirkende Feideffekttransisto- 
ren (P1, P3; N2. N4) oder jeweils Uber zwei als 
Transfertransistoren wirkende Feldeffekttransistoren 
(N1, P2; N3, P4) fOr den ersten und zweiten Tnver- 
tiBrten Carryausgang { C0 2a , CI 2a) gebildet wird 
und daB die als Puilup-bzw. Pulldowntransistoren 
und als Transfertransistoren wirkenden Feldeffekt- 
transistoren <N1. N2 t N3. N4, P1. P2, P3, P4) nicht 
Bestandteil eines Kombinationsgatters innertiaib 
der Gatteranordnung sind. 

2. "Carry-Selecf-Addierer nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB bei einer Addition 
von Eingangssignalen, die an den VariableneingSn- 
gen (ao, bo; ai, bi; a2, bz\ «.a n , b n ) jeder Addierer- 
zelle anliegen, die weiteren VariableneingMnge mit 
einem festen M Low"-Pegel beschaltet sind, 

3, M Carry-Select"-Addierer nach Anspruch 1 
oder 2, dadurchgekennzeichnet, daB die Ein- 
gangsaddiererzelle zwei NAND-Gatter (NAND1, 
NAND2), fUnf Inverter (11, 13, 14. 15, 16), ein NOR- 
Gatter (N0R1), ein ANDNOR-Gatter (ANDN0R1), 
zwei p-Kanal- (PS, P6) und zwei n-Kanal-Fekteffekt- 
transistoren (N5, N6) enthait, daB der erste Variab- 
leneingang (ao) mit einem ersten Eingang eines 
ersten NAND-Gatters (NAND1) und mit einem er- 
sten Eingang eines NOR-Gatters (N0R1) verbunden 
ist daB der zweite Variableneingang (bo) mit dem 
zweiten Eingang des ersten NAND-Gatters 
(NAND1 ) und mit dem zweiten Eingang des NOR- 
Gatters (N0R1) verschaKet ist, dafl der Ausgang 
des ersten NAND-Gatters (NAND1) den ersten in- 
vertierten Carry ausgang ( C0 0a ) bildet und gleich- 
zeitig an den ersten Eingang des zweiten NAND- 



Gatters (NAND2) angeschlossen ist, daB der Aus- 
gang des NOR-Gatters (N0R1) den zweiten inver- 
tierten Carryausgang ( C1 ta ) bildet und Ober einen 
ersten inverter (11) mit dem zweiten AnschluB des 
5 zweiten NAND-Gatters (NAND2) verschaltet ist, daB 
der erste Carryeingang (C0 0e ) auf den NOR-Ein- 
gang des ANDNOR-Gatters (ANDN0R1) und der 
zweite Carryeingang (Cl 0e ) und der Blockcarryein- 
gang (BLq q ) jeweils auf einen UND-Eingang des 
to ANDNOR-Gatters (ANDN0R1) geschaltet ist, daB 
der Ausgang des ANDNOR-Gatters (ANDN0R1) 
Uber einen zweiten Inverter (16) den Blockcarryaus- 
gang (BLoa) der Eingangsaddiererzelle bildet und 
der Ausgang des ANDNOR-Gatters (ANDN0R1) 
75 Uber einen dritten Inverter (15) mit dem Gate eines 
ersten p-Kanal-{P6), und dem Gate eines ersten n- 
Kanal-Feldeffekttranslsotrs (N6), sowie an einen er- 
sten AnschluB eines zweiten p-Kanal-(P5) und an 
einen ersten AnschluB eines zweiten n-Kanal-Feld- 
20 effekttransistors (N5) geschaltet Ist. daB der Aus- 
gang des zweiten NAND-Gatters (NAND2) zum ei- 
nen mit dem Gate des zweiten p-Kanal- Feldeffekt- 
transistors (P5) und zum anderen an einen ersten 
AnschluB des ersten p-Kanal-Feideffekttransistors 
25 (P6) angeschlossen Ist und Uber einen vierten In- 
verter (13) mit dem Gate des zweiten n-Kanai- 
Feldeffekttransistors (N5) und mit dem ersten An- 
schluB des ersten n-Kanat-Feldeffekttranslstors (N6) 
verschaltet ist, daB der zweite AnschluB des ersten 
30 und zweiten n-Kanal-Feideffekttransistors (N6 f N5) 
und der zweite AnschluB des ersten und zweiten p- 
Kanal-Feideffekttransistors (P6, P5) an den Eingang 
eines fUnften Inverters (14) geschaltet sind, und daB 
der Ausgang des fUnften Inverters (14) den Sum- 
ac rnenausgang (So) der Eingangsaddiererzelle bildet 
4. "Carry-Select"-Addierer nach Anspruch 1 
oder 2, dadurchgekennzelchnet, daB die Addier- 
zelle des ersten Typs zwei NAND-Gatter (NAND1 f 
NAND2), 1Urrf Inverter (11, 12, 14, 17), ein NOR-Gatter 
40 (NOR1), ein ORNAND-Gatter (ORNAND1 ), sechs n- 
Kanal- (N1, N2, N3, N4, N5, N6) und sechs p- 
Kanal-Feideffekttransistoren (P1, P2, P3, P4, P5, 
P6) enMIt daB der erste Variableneingang (ai) 
der Addiererzelle des ersten Typs mit dem ersten 
46 Eingang des ersten NAND-Gatters (NAND1) und 
mit dem ersten Eingang des NOR-Gatters (NOR1) 
verbunden ist daB der zweite Variableneingang 
(bi) mit dem zweiten Eingang des ersten NAND- 
Gatters (NAND1) und mit dem zweiten Bngang 
so des NOR-Gatters (NOR1) verschaltet ist, daB der 
Ausgang des ersten NAND-Qatters (NAND1) Ober 
einen ersten Inverter (12) mit dem ersten AnschluB 
eines ersten n-Kanai-Feideffekttransistors (N1) und 
mit dem ersten AnschluB eines zweiten n-Kanal- 
ss Feldeffekttransistors (N3) verbunden ist, wobei der 
erste Inverter (12) und der erste n-Kanal-Feideffekt- 
transistor (N1) sowie der zweite n-Kanai-Feldeffekt- 
transistor (N3) und der erste Inverter (12) je eine 



BNSDOCID: <EP 0362549A2_L> 



13 



EP 0 352 549 A2 



14 



Serienschaitung bilden, daB der Ausgang des er- 
sten NAND-Gatters (NAND1) mit einem ersten Ein- 
gang eines zweiten NAND-Gatters (NAND2) und 
mit je einem GateanschluB eines ersten und zwei- 
ten p-Kanal-Feldeffekttransistors (P1, P3) verbun- 
den ist t dafl je ein erster Anschlui3 des ersten und 
zweiten p-KanaJ-Feldeffekttransistors <Pl t P3) mit 
der Versorgungsspannung (V 00 ) verschaitet ist, daj3 
der Ausgang des NOR-Gatters (NOR1) Gber einen 
zweiten Inverter (11) mit dem ersten Anschlufl eines 
dritten und eines vierten p-Kanal-Feldeffekttransi- 
stors (P2, P4) angeschiossen ist, dafl der Ausgang 
des zweiten Inverters (M) mit dem zweiten Eingang 
des zweiten NAND-Gatters (NAND2) verbunden ist, 
daJ3 der Ausgang des NOR-Gatters (NOR1) an je 
einem GateanschluB eines dritten und vierten n- 
Kanaf-Feideffekttransistors (N2, N4) angeschiossen 
ist, daB ein erster Anschlufl des dritten und vierten 
n-Kanal-Feldeffekttransistors (N2, N4) mit Masse 
(GND) verbunden ist, daB der erste invertlerte Car- 
ryeingang { COi e ) mit je einem GateanschluB des 
ersten n-Kanai-Feideffekttransistors (N1) und des 
dritten p-Kanal-Feldeffekttranslstors (P2) und mit 
einem NANOBngang des ORNAND-Gatters 
(0RNAND1) verbunden ist daB der zweite inver- 
tierte Carryeingang { CT^) mit je einem Gatean- 
schluB des zweiten n-Kanal-Fetdeffekttransistors 
<N3) und mit dem vierten p-Kanal-Feideffekttransi- 
stor (P4) sowie mit einem ersten ODER-Engang 
des ORNAND-Gatters (0RNAND1 ) verschaitet ist, 
dafl der erste nfcht invertierte Garryausgang (CQ 1a ) 
mit einem zweiten AnschluB des ersten n-Kanal- 
Feldeffekttransistors (N1), einem zweiten AnschluB 
des ersten p-Kanat-Feld effekttransistors (P1), ei- 
nem zweiten Anschlufl des dritten p-Kanal-Feldef- 
fekttransistors (P2) und einem zweiten AnschluB 
des dritten n-Kana!-Feldeffekttransistors (N2) ver- 
schaitet ist daB der zweite nicht invertierte Garry- 
ausgang (Cli a ) mit einem 2welten AnschluB des 
zweiten n-Kanal-Feldeffekttransistors (N3) t einem 
zweiten AnschluB des zweiten p-Kanal-Feideffekt- 
transistors <P3), einem zweiten AnschluB des vier- 
ten p-KanaJFeldeffekttransistors (P4) sowie mit ei- 
nem zweiten AnschluB des vierten n-Kanal-Feldef- 
fekttransistors (N4) verschaitet ist, daB der Block- 
cjarryeingang (BL le ) den Blockcarryausgang (BL la ) 
bildet und Ober einen dritten Inverter (17) mit einem 
zweiten ODER-Eingang des ORNAND-Gatters 
(ORNAND1) verschaitet ist, daB der Ausgang des 
ORNAND-Gatters (ORNAND1) mit Je einem Gate- 
anschluB eines fUnften p-Kanal-Feldeffekttranslstors 
(P6) und eines fUnften n-Kanal-Fetdeffekttransistors 
(N6) sowie mit einem ersten AnschluB eines sechs- 
ten p-Kanal-Feldeffekttransistors (P5) und mit ei- 
nem ersten AnschluB eines sechsten n-Kanal-Feid- 
effekttransistors (N5) verbunden 1st daB der Aus- 
gang des zweiten NAND-Gatters (NAND2) mit ei- 
nem ersten AnschluB des fUnften p-Kanal-Feldef- 



fekttransistors (P6) und mit dem GateanschluB des 
sechsten p-Kanai-Feldeffekttransistors (P5) und 
Uber einen vierten Inverter (13) mit einem ersten 
AnschluB des fUnften n-Kanal-Feldeffekttransistors 

s (N6) und mit dem GateanschluB des sechsten n- 
Kanal-Feldeffekttransistors (N5) verbunden ist, und 
dafl der Summenausgang (Si) Uber einen fUnften 
Inverter (14) jeweils mit einem zweiten AnschluB 
des funften und sechsten p-Kanal-Feldeffekttransf- 

io stors (P6, P5) und jeweils mit einem zweiten An- 
schluB des fUnften und sechsten n-Kanal-Feldef- 
fekttransistors (N6, N5) verbunden ist 

5. "Carry-Selecr-Addierer nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzefchnet, daB die Addie- 

i6 rerzeile des zweiten Typs zwei NAND-Gatter 
(NAND1 , NAND2), ein NOR-Gatter (NOR1), ein 
ANDNOR-Gatter (ANDNOR1), vier Inverter (11, 12, 
13, 14), sechs n-KanaJ-Feldeffekttransisioren (N1, 
N2, N3 t N4, N5, N6), sechs p-Kanal-Feldeffekttran- 

20 sistoren (P1, P2, P3, P4, P5, P6), enthait, daB der 
erste Variableneingang (a2) mit dem ersten Qn- 
gang eines ersten NAND-Gatters (NAND1) und 
dem ersten Bngang des NOR-Gatters (NOR1) ver- 
bunden ist, daB der zweite Variableneingang (b2) 

25 mit dem zweiten Eingang des ersten NAND-Gatters 
(NAND1) und dem zweiten Eingang des NOR-Gat- 
ters (NORi)) verschaitet ist, daB der Ausgang des 
ersten NAND-Gatters (NAND1) Uber einen ersten 
Inverter (12) mit je einem GateanschluB eines er- 

50 sten und zweiten n-KanahFeideffekttransistors (N2, 
N4) verschaitet ist, daB der Ausgang des ersten 
NAND-Gatters (NAND1) sowohl mit einem ersten 
AnschluB eines ersten p-Kanal-Feldeffekttransistors 
(P2) und einem ersten AnschluB eines zweiten p- 

35 Kanai-Feldeffekttransistors (P4) ais auch mit einem 
ersten AnschluB des zweiten NAND-Gatters 
(NAND2) verbunden ist, daB ein erster AnschluB 
des ersten und zweiten n-Kanal-Feldeffekttransi- 
stors (N2, N4) jeweils mit der Masse (GND) ver- 

40 bunden ist, daB der Ausgang des NOR-Gatters 
(NOR1) Uber einen zweiten Inverter (II) mit jeweils 
einem GateanschluB des dritten und vierten p- 
Kanal-Feldeffekttransistors (P1, P3) und mit einem 
zweiten Bngang des NAND-Gatters (NAND2) ver- 

45 bunden ist, daB der Ausgang des NOR-Gatters 
(NOR1) mit jeweils einem ersten AnschluB eines 
dritten und vierten n-Kanal-Feldeffekttransistors 
(Nl, N3) angeschiossen ist, daB jeweils ein erster 
AnschluB des dritten und vierten p-Kanal-Feldef- 

so fekttransistors (Pi, P3) mit der Versorgungsspan- 
nung ( V 0D ) verschaitet ist, daB der erste nicht 
invertierte Carryeingang (CO^) mit jeweils dem Ga- 
teanschluB des ersten p-Kanal-Feldeffekttransistors 
(P2)' und des dritten n-Kanal-Feldeffekttransistors 

55 (N1) sowie mit einem ersten NOR-Eingang des 
AND NOR-Gatters (ANDNOR1) und der zweite nicht 
invertierte Carryeingang (Cl 2e ) mit jeweils dem Ga- 
teanschluB des zwerten p-Kanal-Feldeffekttransi- 
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stors (P4) und des vierten n-Kanal-Feldeffekttransl- 
stors (N3) sowie mit einem ersten UND-Eingang 
des ANDNOR-Gatters (ANDNOR1) verschaltet 1st, 
datf der Blockcarryeingang (BL 2e ) an einen zweiten 
UND-Eingang des ANDNOR-Gatters (ANDNOR1) 5 
angeschlossen 1st und den Blockcarry-ausgang 
(BL 2a ) bildet . dafi der erste invertierte Carryaus- 
gang < C0 2 a) jeweils mit elnem zweiten Anschiua 
des ersten p-Kanal-Fe!deffekttransistors (P2), des 
ersten n-Kanal-Feldeffekttransistors (N2), des drit- jo 
ten n-Kanal-Feldeffekttransistors (N1) und des drit- 
ten p-Kanat-Feldeffekttransistors (P1) angeschlos 
sen ist, dafi der zwerte invertierte Carryausgang { 
ci 1a ) jewsiis mit dem zweiten Anschiua des zwei- 
ten p-Kanal-Feldeffekttransistors (P4), des zweiten is 
n-Kanal-Feldeffekttransistors (N4), des vierten n- 
Kanal-Feldeffekttransistors (N3) und des vierten p- 
Kanal-Feldeffekttransistors (P3) verschaltet ist, daB 
der Ausgang des ANDNOR-Gatters (ANDNORi) 
mit dem Gateanschlua eines fUnften n-Kanah-Feld- 20 
effekttransistors (N6), mit dem GateanschluB eines 
fQnften p-Kanal-Fefdeffekttransistors (P6) sowie Je- 
wells mit einem ersten Anschiua eines sechsten n- 
Kanal-Feldeffekttransistors (N5) und eines sechsten 
p-Kanal-Feldeffekttransistors (P5) verschaltet ist. 2s 
daB der Ausgang des zweiten NAND-Gatters 
(NAND2) mit einem ersten AnschluB des fQnften n- 
Kanal-Feldeffekttransistors (N6) und mit dem Gate- 
anschlua des sechsten n-Kanal-Feldeffekttransi- 
stors (N5) sowie Ober einen drltten Inverter (13) mit 30 
dem GateanschiuB des sechsten p-Kanal-Feldef- 
fekttransistors (P5) und mit elnem ersten Anschiua 
des fUnften p-Kanal-Feldeffekttransistors (P6) ver- 
bunden ist und daa der Summenausgang (S2) 
Ober einen vierten Inverter (14) Jewells mit einem 35 
zweiten Anschlufl des fUnften und sechsten n- 
Kanal-Feldeffekttransistors (N6, N5) und mit einem 
zweiten Anschiua des fUnften und sechsten p- 
Kanai-Feldeffekttransistors (P6, P5) verschaltet ist. 
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